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Travaux pratigues de Physique appliguée:

T.P. Coursn®8: Composantsdel’@edronique de puissance:
- diode ajonction P-N ;
- transistor de puissance N-P-N .

1. But delamanipulation :
Il s agit de vérifier les informations appartées en cours concernant deux compaosants
d éedronique de puissance, ladiode ajonction P-N et le transistor de puissance P-N-P.

2. Etudedeladiodeajonction P-N :
On se propcse d' étudier tout d’abord le mmportement d’ une diode en bass fréquence.
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Un ¢énérateur basse fréguence (GBF) alimente une diode en série avecune résistance

R =100Q . Deux sondes différentiell es reli ées a un oscill oscope permettent d’ observer simultanément la ten-
sion ud aux bornes de ladiode @ latension Rid, image de I'intensité du courant id qui traverse ladiode.

2.2 Etude en bass fréguence:

Réglage préliminaire : Observer la tension udélivréepar le GBF.

Régler lafréquencedu GBF a 100Hz . Latension udélivrée par le générateur basse fréguence et une ten-
sion sinusoidale. Régler son amplitude a10V .

Relevé n°1 : voir page 3

Relever simultanément ud et Rid en fonction du temps . Faites en sorte de bien séparer les deux courbes pour
votrerelevé. Indiquer les zéros des deux voies.

Déduire de ces mesures :

Latension inverse maximale au borne deladiode : Uim =

L'intensité direde maximale: Im=RIm/R =

Relevén® 2 : voir page 3:

Utili ser le mode XY de I’ oscilloscope pour relever Rid =f (ud) .

Déduire de cerelevé latension de seuil de ladiode Us. Us=

2.3. Etude en moyenne fréquence:

Revenir au mode fonctionnement normal de I’ oscilloscope : observer ud et Rid en fonction du temps.
Augmenter progressvement lafréguencedu GBF, jusgu’af = 10kHz.

Relevé n°3:

Relever simultanément ud et Rid en fonction du temps . Faites en sorte de bien séparer les deux courbes pour
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votre relevé. Indiquer les zé&ros des deux voies.

Que peut-on observer a cdte fréquence ?

Déduire de cdte mesure |le temps de recouvrement inverse de la diode.
trr =

3. Etuded'un transistor de puissanceN P N :
On se propcse de relever les caradéristiquesic = f (vce) pour diff érentes valeurs deib.

3.1 Montage:
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Réglage préliminaire : L'alimentation delabase et al’arrét.

Observer la tension uddivréepar le GBF. Régler lafréguencedu GBF a100Hz . Latension u dé-
livréepar le générateur basse fréquencedait ére la somme d’'une tension sinusoidal e d’'amplitude 5V
et d'une tension continue de 5V .Le maximum de u est dorc de 10V et son minimum est nul. Pour
effeduer le réglage, jouer sur I'amplitude du signal (bouton level) et sur la dmmpasante @ntinue
(bouon DC offset) . Pour chagque relevé, mesurer Veesat . Clest lavaleur de veelorsque ic devient
maximale.

Relevén® 4 : voir page 4 :

Utiliser le mode XY de I'oscilloscope pou relever Re.ic =f (vce) .

Régler ib de fagon a ce queic max soit égale a20mA . Cela correspond a Rcic =

Noter lavaleur deib, lue sur I'ampéremétre. ib = . Veesat =

Relevén® 5 : voir page 4 :

Utiliser le mode XY de I'oscilloscope pou relever Re.ic =f (vce) .

Régler ib de fagon a ce queic max soit égale a40mA . Cela correspond a Rcic =

Noter lavaleur deib, lue sur I'ampéremétre. ib = . Veesat =

Relevén® 4 : voir page 4 :

Utiliser le mode XY de I'oscilloscope pou relever Re.ic =f (vce) .

Régler ib de fagon a ce queic max soit égale a60mA . Cela correspond a Rcic =

Noter lavaleur deib, lue sur I'ampéremétre. ib = .Veesat =

Résumer les résultats dans e tableau ci-desous :

ic (mA)

ib (LA)

B =iclib
Vcesat (V)

Conclusion ?
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Relevén®l : diode ajoncti

on P-N en bass fréquence:

VoieA : : IDiv
VoieB : : [Div
Base de temps: IDiv

ud et Rid en fonction dutemps
pou un fonctionnement en
basse fréquence :

f=

[Div
IDiv

Voie X :ud :
Voie Y :Rid :

Rid =f (ud) pou unfonction
nement en bas<e fréguence:

f=

IDiv
IDiv

Voie A : ;
Voie B : ;

ud et Rid en fonction dutemps
pou unfonctionnement en
moyenne fréquence :

f=
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Caractéristiquesdu transistor bipolaire N-P-N.

IDiv
IDiv

Voie X : vce
VoieY : Rc.ic :

Relevén®4:

Rc.ic =f (vce) pour
icmax = 20 mA

ib=

Div
IDiv

Voie X : vce
VoieY : Rc.ic :

Relevé n°5:
Rc.ic =f (vce) pour
icmax =40 mA

ib=

IDiv
IDiv

Voie A :vce
Voie Y :Rc.ic :

Relevé n®6:
Rc.ic =f (vce) pour
icmax = 60 mA

ib=




